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ВЛИЯНИЕ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА ГРАНИЦ РАЗДЕЛА 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК – АНТИМОНИД ИНДИЯ 

 
Рассмотрены процессы, протекающие в структурах поверхностный окисел – антимонида индия под действием мягкого 

рентгеновского излучения. Показано, что облучение приводит к генерации радиационных дефектов на поверхности кристалла. 
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INFLUENCE OF SOFT X-RAY RADIATION ON PROPERTIES OF INTERFACE BETWEEN 
DIELECTRIC SURFACE – INDIA ANTIMONIDE 

 
The processes occurring in the structures of surface oxide-indium antimonide under the influence of soft X-ray radiation are considered. 

It is shown that irradiation leads to the generation of radiation defects on the surface of the crystal. 
 

Ранее было показано, что мягкое рентгеновское излучение (МРИ) приводит к модификации свойств поверхности и 
структур диэлектрический слой-поверхность полупроводника на примере монокристаллов и эпитаксиальных слоев 
узкозонных полупроводников InSb [1,2]. В указанных работах поверхности исследуемых образцов подвергались 
облучению МРИ лазерной плазмы, в дальнейшем на поверхность наращивался окисный диэлектрический слой и 
измерялись вольт-фарадные характеристики (ВФХ) структур. Из их анализа было установлено, что в CdxHg1-xTe МРИ 
генерирует поверхностные дефекты. 

В настоящей работе исследовалось влияние МРИ на структуры диэлектрический поверхностный слой – антимонид 
индия электронного типа проводимости. Поверхностный диэлектрик состоял из двух слоев – собственного анодного 
окисла толщиной 0.5 мкм, поверх которого напылялся слой окислов кремния такой же толщины. В качестве источника 
использовалось МРИ плазмы малоиндуктивного искрового разряда [1,3]. Инициация разряда проводилась с помощью 
сфокусированного излучения импульсного Nd:YAG лазера. Спектральный диапазон МРИ составлял 0.1–8 кэВ с 
максимумом в области 2-4 кэВ. Длительность рентгеновского импульса Δτ≤20нс. Максимальная доза облучения до 1.5 
Дж/см2. Облучение проводилось при 300К. На рисунке показаны ВФХ структур до и после облучения с дозой до 0.5 
Дж/см2. 

 
Рис. 1. ВФХ структур до (а) ипосле (б) облучения МРИ с дозой порядка 0.5 Дж/см2 

 
Изменение вида характеристик (наклона кривых) свидетельствует об изменении зарядового состояния поверхности, 

вызванное генерацией поверхностных дефектов. Измерения показывают наличие дозовой зависимости − степень 
модификации вида кривых увеличивается с ростом дозы, т.е. дефекты носят радиационный характер. Аналогичные 
результаты наблюдались и в CdxHg1-xTe [1]. К сожалению, определить концентрацию и тип дефектов по настоящим 
измерениям не представляется возможным. Природа возникновения дефектов подобного типа в настоящее время не 
выяснена [4]. 
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